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1. Оптичне випромінювання гарячими носіями заряду в кремнієвих бар'єрних структурах

2. Hot-carrier optical emission in silicon barrier structures

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: кремнієві бар'єрні структури. Мета дослідження: з'ясування механізмів фізичних
процесів, що визначають характеристики гарячої електролюмінесценції кремнієвих бар'єрних структур.
Методи дослідження та апаратура: спектральні та вольт-фарадні дослідження, монохроматори,
фотоприймачі. Теоретичні і практичні результати, новизна: Встановлено, що передпробійна
електролюмінесценція бар' єрних структур на основі Si як n-, так і p-типу провідності має монотонний і
широкосмуговий спектр випромінювання. Одержано характеристики гарячої електролюмінесценції кремнію
за умов, коли збудження неосновних носіїв і рекомбінаційне випромінювання виключаються. Встановлено
домінуючу роль непрямих оптичних переходів гарячих носіїв заряду. Електролюмінесцентними методами
виявлено аномально малі втрати енергії гарячими носіями в бар'єрній області. Гаряча електролюмінесценція
кремнію може бути використана в системах безконтактного контролю багатокомпонентних мікросхем.
Ступінь упровадження: планується. Сфера (галузь) використання: мікро- та оптоелектроніка.



2. Investigation object: silicon barrier structures. Investigation purpose: elucidation of mechanisms of physical
processes determined the hot electroluminescence characteristics of silicon barrier structures. Investigation
methods and apparatus: spectral and capacitance-voltage studies, monochromators, photodetectors. Theoretical
and practical results, novelty: prebreakdown electroluminescence of Si barrier structures both n -, and p-type
conductivity is found to have monotone and broad-band emission spectrum. The hot electroluminescence
characteristics are obtained under conditions, when excitation of the minority carriers and recombination
emission are eliminated. The dominating role of indirect optical transitions of hot carriers is established. It is
revealed by electroluminescence methods that energy losses of hot carriers in the barrier region are abnormal
small. Hot electroluminescence of silicon can be used in control systems of multicomponent chips. Degree of
application: it is planned. Sphere ( area) of application: micro- and optoelectronics.
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